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うNO2 基の秩序配列か らのゆらぎに起因すると考え､散漫散乱強度か ら秩








つもの -堀口ちⅤ族不純物をGe,Si中- ドー プした場合の電子散乱にしか適
用で きない｡ 我々はGeにⅡ族不純物 Inを ド-プした試料でサイクロトロ
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で Cは T の明らかな式が決まらなければ分らないが､いずれにせよ1に近い定
数で C- 1として､ 実験値 よb1/Tを求めた｡
この実験は､格子欠陥として､ThermallyQuenched inDef占cts(G-e
中のVacarlCyと考えられている) 600転位､900転位をPuTeG･e中に入れ
これら各 々による伝導電子の散乱の効果を調べた｡
fi) ThermalユyQuenchedilDefecもSによる散乱
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